Série N1 : Transistor Bipolaire, analyse DC

Exercice 1 : Emetteur commun analyse DC

Vec=+10V
R,= 68 kQ

I R, =27 kQ

'y

Rg=22kQ
R.=39kQ
[
C,=C,=1yuF
Ce=47 uF
T,:BC107B

Vs ‘ V]

B(Tl) = 200; VCE,sat= 0.2V
Analyse DC : ignorer vs(t) (le signal ac a I'entrée) et remplacer les capacités par un circuit ouvert (Zc > = en DC)

- 1/ Calculez tous les paramétres DC du circuit (point de fonctionement)

R
VBo= RlTZRZVCC = 2.84V; VE()= VB()— Uj = 2.14V;

leo= lco= ‘%ﬁ ~0.97 MA ; Veo= Ve — leo Re = 6.3V lgo = %" = 4.8 uA

2/ Analyser le mode de fonctionnement du transistor.

Ve =6.3-2.14=4.16 V > Ve 5ot = transistor en mode Normal.

3/ Vérification de I'approximation I(R1) = I(R;) : recalculons Igg sans faire
I’'approximation I(R:1) = I(R;), conclure.

En remplagant V., R et R, par son modele de Thévenin on arrive au circuit suivant

Ve Avec Rin=R1//R2=19.32 kQ et Vin=V.R2/(R1 + Ry) =2.84 V
lgo serait alors :

lso = [ Vih — Vio I/Rih = lso= [ Vin — (Re (B+1)lgo+ Uj)]/ Renh =

\Z lso = (Vin—U;) / (Re B + Ren) = 4.66 pA

Trés proche de la valeur trouvée avec I'approximation I(R1) = I(Rz)

(Lerreur relative A lso/ lso = 3 %)



Exercice 2 : Ampli a deux étages analyse DC

+Vee
V=12V
r[ - Ri= 100 kQ ; Ry= 50kQ ; Re= 5kQ ; Re= 3kQ ;

E, R3= 25 kQ ; Rcz= SkQ ; R52= 3kQ
p—— D E— ) B(T1)= B(T2)=100,
: C [Co Vg sat1 = Vec satz = 0.2V
v 1/ Calculez tous les paramétres DC du circuit a
C)l Usource Y Y savoir: Veio, VE1o, le10, Ic10, V1o, Is10 insi que Veao, Ve,
généraleuré Rz[ Rm[] Yot g0, lc2o, Veao, ls2o et analyser le mode de
T fonctionnement de chaque transistor.

L

La méme démarche que I'exercice 2 donne :

Vgio= RLVCC =4V; Vewo=Vew—Uj=3.3V; le0=lcio= YE10 - 1 1 mA ; Vo= Vee = leto Re = 6.5V lg1o= 222 = 11 LA
1+R; RE B

Ve20= LVcc= 8V Ven=Veo+Uj=8.7V; le2o= lc2o= Yee VE20 - 1.1 mA; Viao= lzo Rz = 5.5V Igpo= 2% =11 HA
Rz+R3 RE2 B



